
 

GaN 基板上 AlGaN/GaN HEMT 構造の表面モフォロジが耐圧に与える影響 
Influence of surface morphology on breakdown voltage in AlGaN/GaN HEMT structure 

on GaN substrate 
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【はじめに】GaN 基板上の AlGaN/GaN HEMTは GaNチャネルをホモエピタキシャル成長できる

ことから、異種基板に成長した AlGaN/GaN HEMTに比べて良好な HEMTを実現できる。しかし、

導電性を有する GaN 基板を用いる場合、基板へ流れるリーク電流を抑制する高抵抗バッファが

GaN チャネルと基板の間に必要である。ホモエピタキシャル成長可能な高抵抗バッファの候補と

して C をドープした GaN は、Mg や Fe に比べて表面偏析が無い点が優れている。GaN 基板上に

おいて、Ga原料に含まれる Cを供給源（オートドープ）とした Cドープ GaN バッファ成長[1]で

は、アセチレンに含まれる C を供給源とした C ドープ GaN バッファ成長[2]に比べて低い壊電界

強度しか得られていないが、その原因は明らかになっていない。今回、表面モフォロジが耐圧に

影響を与えることを見出したので報告する。 

【実験・結果】c面 n型 GaN 基板上に、Cドープ GaN バッファ、アンドープ GaNチャネル、AlGaN

バリアをMOCVD法で成膜した。Ga原料には TMG を用い、Cドープ GaNバッファ成長時の温度

を変えることでオートドープによる C供給量を変化させた。素子構造および作製方法は[3]とほぼ

同じである。Fig. 1に表面モフォロジの異なる素子のノルマルスキー顕微鏡像を、Fig. 2に Cドー

プ GaN バッファの膜厚を一定(2 m)にして C 濃度を変えた時の耐圧を示す。同じ C 濃度で比較す

ると、Ra = 10 nm以上の試料に比べて、Ra = 1 nm以下の試料で高耐圧となった。良好な表面モフ

ォロジが高耐圧を得るために重要であることが分かる。また、Ra = 1 nm以下の試料において 4×

10
19

 cm
-3の C ドーピングにより 317 Vの耐圧が得られた。これは 1.5 MV/cmを超える破壊電界強

度に相当し、[1]の結果(約 1.1 MV/cm)より高い値が得られることが分かった。 
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Fig. 2 Carbon concentration dependence 

of breakdown voltage. 
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Fig. 1 Typical Nomarski images of the devices 

with (a) Ra < 1 nm and (b) Ra > 10 nm. 
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